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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Dunnschicht-Elektrolumineszenzvorrichtung 

Eine Dunnschicht-Elektrolumineszenzvorrichtung umfeSt 
eine Lumineszenzschicht aus einer Erdalkalimetallchalko- 
genverbindung, mindestens eine dielektrische Schicht auf 
der Oberflache der Lumineszenzschicht und eine Elektrode. 
Sie ist dadurch gekennzeichnet, daS mindestens eine der 
dielektrischen Schichten aus einem Nitrid besteht. 
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1. Dunnschicht-Elektrolumineszenzvorrichtung mit 
einer Lumineszenzschicht aus einem Erdalkalime- 
tallchalkogen, mindestens einer dielektrischen 
Schicht auf der Oberflache der Lumineszenzschicht 
und einer Elektrode, dadurch gekennzeichnet, daB 
mindestens eine der dielektrischen Schichten aus 
einem Nitrid besteht 

Z Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das die dielektrische Schicht bildende 
Nitrid ausgewahlt ist unter BN, AIN.TiN.TaN und 
Si 3 N 4 . 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Lumineszenzschicht aus 
einem Erdalkalimetallsulfid oder -selenid besteht, 
das ein Lumineszenzzentrum enthalt 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Sulfid ausgewahlt ist unter SrS, 
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Die erfindungsgemaBc Dunnschicht-Elektrolumines- 
zenzvorrichtung umfaBt eine Lumineszenzschicht aus 
einem Erdalkalimetallchalkogen, mindestens einer di- 
elektrischen Schicht auf der Oberflache der Lumines- 
zenzschicht und einer Elektrode und ist dadurch ge- 
kennzeichnet, daB mindestens eine dieser dielektrischen 
Schichten aus einem Nitrid besteht. 

In der Zeichnung zeigt 

Fig. 1 einen schematischen Querschnitt durch eine er- 
findungsgemaBe Dunnschicht-Elektrolumineszenzvor- 
richtung; 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Vorrich- 
tung zur Herstellung der erfindungsgemaBen Diinn- 
schicht-EIektrolumineszenzvorrichtung; 

Fig. 3 das Lumineszenzspektrum der EL- Vorrichtung 
aus Beispiel Z 

Das Grundmaterial der Lumineszenzschicht ,der 
Dunnschicht-Elektrolumineszenzvorrichtung ist eine 
Erdalkalimetallchalkogenverbindung. Diese Verbindun* 



CaS und BaS, das Selenid ausgewahlt ist unter SrSe 20 gen umfassen z. B. Erdalkalimetallsulfide, wie SrS, CaS 
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und CaSe und das Lumineszenzzentrum ausge- 
wahlt ist unter Seltenerdelementen der Lanthani- 
den-Reihe. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die dielektrischen 
Schichten auf beiden Oberflachen der Lumines- 
zenzschicht vorgesehen sind. 

6. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die dielektrische 
Schicht aus einem Laminat besteht, dessen der Lu- 30 
mineszenzschicht benachbarte Seite von der Ni- 
tridschicht gebildet wird. 



und BaS, sowie Erdalkalimetallselenide, wie SrSe und 
CaSe. Dem Grundmaterial wird ein Lumineszenzzen- 
trum in Form eines Seltenerdelements aus der Lanthani- 
denreihe, wie Ce und Eu, zugesetzt J e nach der Kombi- 
nation aus Grundmaterial und Lumineszenzzentrum 
lassen sich verschiedene Lurnineszenzfarben erzielen. 
Beispielsweise bewirkt die Kombination SrSe/Ce eine 
blaue Lumineszenz, CaS/Ce eine griine Lumineszenz 
und CaS/Eu eine rote Lumineszenz. 

Ein charakteristisches Merkmal der Erfindung ist dar- 
in zu sehen, daB die auf die Lumineszenzschicht auflami- 
nierte Isolierschicht aus einem Nitrid besteht, z. B. aus 
BN, AIN, TiN, TaN oder Si 3 N 4 . Diese Dunnschichten 
kCnnen z. B. durch Aufsputtern, Ionenplattierung, Auf- 
35 dampfen oder CVD hergestellt werden. 

Der Grund fur die Helligkeitsabnahme bei Verwen- 
dung von Oxiden fur die Isolierschicht ist derzeit noch 
nicht vollig geklart Ein moglicher Grund konnte darin 
bestehen, daB Sauerstoff aus der Isolierschicht bei Anle- 
40 gen von Hochspannung in die Lumineszenzschicht dif- 
fundiert und dort mit dem Grundmaterial reagiert, ins- 
besondere dem ErdalkalimetalL Es ist deshalb wun- 
schenswert, die Nitrid-Isolierschicht in Kontakt mit der 
Lumineszenzschicht anzuordnen. 

In der Dunnschicht-Elektrolumineszenzvorrichtung 
wird die Isolierschicht im allgemeinen entweder auf der 
Licht emittierenden Seite oder entgegengesetzten Seite 
der Lumineszenzschicht angeordnet oder aber sie ist auf 
beiden Seiten der Lumineszenzschicht vorgesehen, so 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Dunnschicht-Elektrolumi- 
neszenzvorrichtung, die als Elektrolumineszenz-Anzei- 
gevorrichtung, z.B. als Computer-Terminal-Display, 
verwendbar ist 

Bei der Entwicklung von Multicolor- Elektrolumines- 
zenzvorrichtungen haben sich Erdalkalimetallchalko- 
genverbindungen als geeignete Grundmaterialien fur 
die Lumineszenzschicht erwiesen. Eine Verbindungs- 
gruppe sind Z.B. Erdalkalimetallsulfide, wie SrS und 
CaS. Eine Dunnschicht-EIektrolumineszenzvorrichtung 45 
mit einer Lumineszenzschicht aus einem Sulfid, die ein 
Lumineszenzzentrum, z. B. Ce oder Eu, enthalt, ist z. B. 
bei W. A. Barrow, R. E. Coovent und C. N. King, Digest 
1984 SID Int. Symp., Society for Information Display, 

Los Angeles (1977), S.88 und V.Shanker, S.Tanaka, 50 daB eine doppelseitige Isolierung vorliegt Erfindungs- 
M.Shiiki, H. Deguchi, H. Kobayashi und H.Sasakura, gemaB kann sowohl ein Aufbau mit einseitiger aus auch 
Appl. Phys. Lett 45, 960 (1984) beschrieben. Eine andere mit doppelseitiger Isolierung angewandt werden. Bei 
Verbindungsgruppe sind Erdalkalimetallselenide, wie alien Strukturen ist es bevorzugt, die aus dem Nitrid 
SrSe und CaSe. Dunnschicht-Elektrolumineszenzvor- bestehende Isolierschicht auf der der Lumineszenz- 
richtungen, die eine Lumineszenzschicht aus derartigen 55 schicht benachbarten Seite vorzusehen. Hierdurch wird 



Seleniden mit z. B. Ce oder Eu als Lumineszenzzentren 
aufweisen, sind ebenfalls bekannt 

In diesen Dunnschichtvorrichtungen werden ge- 
wdhnlich Oxide, wie Y2O3, S1O2, A1 2 0 3 und Ta 2 0 5 , als 
Isolierschichten verwendet Derartige Vorrichtungen go 
haben jedoch den Nachteil, daB beim Anlegen von 
Hochspannung eine Wechselwirkung zwischen der Lu- 
mineszenzschicht und der Isolierschicht erfolgt und 
schlieBlich die Helligkeit abnimmt 

Ziel der Erfindung ist es daher, eine Multicolor- Elek- 
trolumineszenz (ELJh Vorrichtung von hoher Helligkeit 
niedriger Steuerspannurig, geringen Herstellungskosten 
und hoher Zuverlassigkeit bereitzustellen. 



eine Reaktion der Lumineszenzschicht, insbesondere 
des Erdalkalimetalls, mit der Isolierschicht vermieden 
und man erhalt eine Elektrolumineszenzvorrichtung 
von auBerst hoher Zuverlassigkeit 

ErfindungsgemaB ist die Isolierschicht nicht auf eine 
einzige Schicht beschrankt Da eine Reaktion vermie- 
den werden kann, indem man die Nitridschicht in Kon- 
takt mit der Lumineszenzschicht anordnet, kann auch 
eine aus Laminatschichten bestehende Isolierschicht ari- 
65 gewandt werden, z. B. ein Laminat aus einer Oxidschicht 
und einer Nitridschicht Als Materialien fur die Oxid- 
schicht eignen sich vorzugsweise dielektrische Materia- 
lien, die Y 2 03, SiO z , AI 2 Q 3 und Ta 2 Os, oder ferroelektri- 
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sche Materialien, wie SrTi0 3 , PbTi0 3 und PbNb 2 Oe. 

Die erfindungsgemaBe Dunnschicht-Elektrolumines- 
zenzvorrichtung kann z. B. dadurch hergestellt werden, 
daB man jede Schicht nacheinander auf ein Glassubstrat 
auflaminiert. Zunachst wird auf das Glassubtrat eine 
transparente Elektrode aufgebracht. Als Material fur 
die Elektrode eignet sich vorzugsweise ITO oder Sn02, 
dotiert mit Sb oder F, oder alternativ ZnO, dotiert mit 
Al. Die transparente Elektrode kann auf das Substrat 
z. B. durch Sputtern, Aufdampfen oder CVD aufge- 
bracht werden. Die Filmdicke betragt gewohnlich einige 
hundert A bis einige tausend A. 

AnschlieBend wird auf die erhaltene transparente 
Elektrode die Isolierschicht oder die Lumineszenz- 
schicht auflaminiert. Vorzugsweise ordnet man auf der 
transparenten Elektrode die Isolierschicht an, urn eine 
Reaktion zwischen der Lumineszenzschicht und der 
transparenten Elektrodenschicht zu verhindern. Die be- 
vorzugte Isolierschicht ist eine einschichtige Nitrid- 
schicht oder eine Laminatschicht aus Nitrid-, Oxid- und 
Carbidschichten. Im letztgenannten Fall ist die Nitrid- 
schicht der Lumineszenzschicht benachbart Die Her- 
stellung der Isolierschicht kann ebenfalls z. B. durch 
Sputtern, Aufdampfen, CVD oder Ionenplattieren erfol- 
gen. 

Auf die Isolierschicht wird die EL-Lumineszenz- 
schicht aufgebracht Als Materialien fur die Lumines- 
zenzschicht eignen sich die genannten Erdalkalimetail- 
chalkogene, dotiert mit Seltenerdelementen. Als Ver- 
fahren zur Herstellung der Lumineszenzschicht eignen 
sich z.B. das EB-Aufdampfen, Aufsputtern, reaktive 
Aufdampfen und Ionenplattieren. Ebenfalls anwendbar 
sind das CVD und MOCVD. Die Filmdicke der Lumi- 
neszenzschicht liegt vorzugsweise im Bereich von eini- 
gen tausend A bis einigen jim. 

Die erhaltene Lumineszenzschicht wird mit einer Iso- 
lierschicht oder einer Ruckelektrode laminiert Das Auf- 
bringen der Isolierschicht kann z. B. durch Wiederholen 
der oben beschriebenen MaBnahmen erfolgen. Die Dik- 
ke der Isolierschicht betragt vorzugsweise einige hun- 
dert A bis einigen um. 

AnschlieBend wird die Rtickelektrodenschicht aufge- 
bracht Bevorzugte Materialien fur die Ruckelektrode 
sind z. B. Al, Ti und ITO, d. h. transparente Materialien. 
Diese Filme konnen z. B. durch Aufdampfen, Aufsput- 
tern oder CVD hergestellt werden. Die Filmdicke liegt 
vorzugsweise im Bereich von einigen 100 A bis einigen 
tausend A. 

Durch das beschriebene Laminierverfahren kann eine 
Monochrom-Dunnschicht-Elektroluminieszenzvorrich- 
tung hergestellt werden. Multicolor-Elektrolumines- 
zenzvorrichtungen konnen durch Obereinanderordnen 
einer Struktureinheit erhaiten werden, bei der eine Lu- 
mineszenzschicht der gewunschten Farbe sandwich- 
artig zwischen den Isolierschichten und zusatzlich zwi- 
schen den Elektroden vorgesehen ist In diesem Fall 
kann die Isolierung zwischen jeder Struktureinheit da- 
durch erfolgen, daB man z. B. eine Oxid- oder Nitrid-lso- 
lierschicht einf Qgt. 

ErfindungsgemaB wird eine EL-Vorrichtung von ho- 
her Zuverlassigkeit und Leistung erhaiten, indem man 
die Isolierschicht aus einem Nitrid fertigt, um eine Reak- 
tion der Erdalkalimetallverbindungen in der Lumines- 
zenzschicht zu unterdrilcken. 

In Fig. 1 ist schematisch eine erfindungsgemaBe EL- 
Vorrichtung dargestellt, bei der auf ein Glassubstrat (1) 
nacheinander eine transparente Elektrode (2), eine Ni- 
trid-Isolierschicht (3), eine Lumineszenzschicht (4), eine 



Nitrid-Isolierschicht (3) und eine Ruckelektrode (5) auf- 
gebracht sind. 

Fig. 2 zeigt im Diagramm eine Vorrichtung zur Her- 
stellung der erfindungsgemSBen EL-Vorrichtung! Die 
5 Materialien fur die Elektrode, die Isolierschicht und die 
Lumineszenzschicht werden in Verdampfungsquellen 
(6), (7) bzw.(8)eingefQllt. 

Ein Draht (12) und eine lonisierungselektrode (13) 
sind auf der Offnung der Verdampfungsquelle vorgese- 
10 hen. 

Das Substrat (9) ist uber den Verdampfungsquellen 
(6), (7), (8) angeordnet; seine Temperatur wird mit einer 
Heizeinrichtung (10) geregelt. Zwischen dem Substrat 
(9) und jeder Verdampfungsquelle befindet sich ein Ver- 

15 schluB(ll). 

An die lonisierungselektrode (13) wird von einer loni- 
sierungsspannungsquelle (14) eine Spannung V 2 ange- 
legt, wahrend an das Substrat (9) von einer Vorspan- 
nungsquelle(16)eine Vorspannung V\ angelegt wird. 

20 Die aus jeder Verdampfungsquelle abdampfenden 
Molekule scheiden sich durch Ionenplattierung auf der 
Oberflache des Substrat (9) ab. Gezeigt sind ferner ein 
Ionisierungsstrommesser (15) und ein Vorspannungs- 
strommesser(17). 

25 Die folgenden Beispiele erlautern die Erf indung. 

Beispiel 1 

Eine Dunnschicht-EL- Vorrichtung mit einer Isolier- 
schicht aus Siliciumnitrid (Si3N4) wird folgendermaBen 

30 hergestellt: 

Zunachst wird ein Film ITO durch Sputtern in einer 
Dicke von 500 A auf ein Glassubstrat aufgebracht An- 
schlieBend bringt man durch Ionenplattierung (EB-Auf- 
dampfen) eine Si3N4-IsdIierschicht von 2000 A Dicke 

35 auf. Als Material fur die Isolierschicht wird zu Tabletten 
gepreBtes und gehartetes 4N Si3N 4 -Pulver verwendet 
Die Substrattemperatur betragt bei der Bildung der Iso- 
lierschicht 350° C. FQr die Ionenplattierung wird eine 
lonisierung des Si3N4-Dampfes durch beschleunigte 

40 Thermoelektronen angewandt Bei der Filmbildung 
wird eine Vorspannung von —200 V an das Substrat 
angelegt Die Reaktionsatmosphare besteht aus Stick- 
stoffgas, der Druck betragt 4 x 10- 2 Pa, die RF-Lei- 
stung 100 W. 

45 Auf die erhaltene Isolierschicht wird eine Lumines- 
zenzschicht aus SrSe/Ce aufgedampft. Die Bildung der 
Lumineszenzschicht erfolgt ebenfalls durch ionisieren- 
des Aufdampfen mit beschleunigten Thermoelektronen. 
Die Filmdicke der Lumineszenzschicht betragt 1 pm. 

50 Die Substrattemperatur wird bei der Filmbildung auf 
400°C eingestellt, wahrend die Vorspannung (V\) 
— 100 V betragt Die lonisierungsleistung, d. h. das Pro- 
dukt aus Ionisierungsspannung (V 2 ) und Ionisierungs- 
strom (Ai) wird auf 200 W eingestellt 

55 Auf die Lumineszenzschicht wird eine weitere 
Si 3 N4-IsoIierschicht von 2000 A Dicke aufgebracht Die 
Herstellungsbedingungen entsprechen denen fur die er- 
ste Isolierschicht Zur Vervollstandigung der EL-Vor- 
richtung wird dann noch eine Aluminiumelektrode auf 

60 die Isolierschicht aufgedampft 

Die hergestellte EL-Vorrichtung wird einem Ver- 
schleiBtest bei einer A tmospharen temperatur von 80°C 
unter Anlegung einer gepulsten Wechselspannung von 
300 V und 5 kHz unterzogen. Hierbei zeigt sich, daB die 

65 Lebensdauer (geschatzt anhand der Abnahme der Hel- 
ligkeit auf die Halfte) das Doppelte im Vergleich zu 
einer Vorrichtung betragt, deren Isolierschicht aus Y 2 0 3 
besteht 
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Beispiel 2 

Eine Dunnschicht-EL-Vorrichtung mit einer Isolier- 
schicht aus Bornitrid (BN) wird gemaB Beispiel 1 herge- 
stellt Die Dicke der BN-Schicht betragt 2000 A, die 
Substrattemperatur bei der Herstellung der BN-Schicht 
150°C, die Vorspannung —500 V, die Reaktionsatmo- 
sphare besteht aus Stickstoffgas, der Reaktionsdruck 
betragt 4 x 10~ 2 Paund die RF-Leistung 100 W. 

Auf die Isoiierschicht wird wie in Beispiel 1 eine Lu- 
mineszenzschicht aus SrSe/Ce aufgedampft Auf die er- 
haltene Lumineszenzschicht wird dann wieder eine BN- 
Isoiierschicht von 2000 A aufgebracht und schlieBiich 
dampft man zur Vervollstandigung der EL- Vorrichtung 
eine Aluminiumeiektrode auf die Isoiierschicht. 

Die hergestellte EL- Vorrichtung wird einem Ver- 
schleiBtest bei einer Atmospharentemperatur von 80°C 
unter Anlegen einer gepulsten Wechselspannung von 
300 V und 5 kHz unterzogen. Hierbei zeigt sich, daB die 
Lebensdauer im Vergleich zu einer Vorrichtung mit ei- 
ner Isoiierschicht aus Y2O3 urn das etwa Dreifache zu- 
nimmt Die Helligkeit der Vorrichtung betragt maximal 
etwa 1000 cd/m 2 . Das Lumineszenzspektrum der Vor- 
richtung ist in Fig. 3 gezeigt 

Beispiel 3 

Eine Dunnschicht-EL-Vorrichtung mit einer Isoiier- 
schicht aus Aluminiumnitrid (AIN) wird gemaB Bei- 
spiel 1 hergestellt Die Dicke der AIN-Schicht betragt 
2000 A, die Substrattemperatur bei der Herstellung der 
AIN-Schicht 300° C, die Vorspannung —500 V, die Re- 
aktionsatmosphare besteht aus Stickstoffgas, der Reak- 
tionsdruck betragt 4 x 10~ 2 Pa und die RF-Leistung 
100 W. 

Auf die erhaltene Isoiierschicht wird wie in Beispiel 1 
eine Lumineszenzschicht aus SrSe/Ce aufgedampft. Auf 
die Lumineszenzschicht bringt man wieder eine AIN- 
Isolierschicht von 2000 A Dicke auf. SchlieBiich wird zur 
Vervollstandigung der EL- Vorrichtung auf die Isoiier- 
schicht eine Aluminiumeiektrode aufgedampft 

Die EL- Vorrichtung wird einem VerschleiBtest bei 
einer Atmospharentemperatur von 80° C unter Anlegen 
einer gepulsten Wechselspannung von 300 V und 5 kHz 
unterzogen. Hierbei zeigt sich, daB die Lebensdauer im 
Vergleich zu einer Vorrichtung mit einer Isoiierschicht 
aus Y2O3 urn das etwa Dreifache zunimmt AuBerdem 
besitzt der AIN-Film eine ausgezeichnete Haftfestigkeit 
und laBt sich im Vergleich zu einem Si3N4-Film weniger 
leicht abschalen. 

Beispiel 4 



Eine Dunnschicht-EL-Vorrichtung, deren Isoiier- 
schicht eine Laminatstruktur aus Siliciumdioxid (SiCb) 55 
und Titannitrid (TiN) aufweist, wird folgendermaBen 
hergestellt: 

Zunachst wird ein Film aus 1TO von 500 A Dicke 
durch Sput tern auf ein Glassubstrat aufgebracht. Dieser 
wird durch Sputtem mit einer Si02-IsoIierschicht von 
1000 A Dicke beschichtet Hierauf bringt man durch Io- 
neripiattierung (EB-Aufdampfen) eine TiN-IsoIier- 
schicht von 1000 A Dicke auf. Die Subs trattempe rat u- 
ren betragen bei der Herstellung der Isoiierschicht 
150°C (S1O2) bzw. 200°C (TiN). Im Falle von S1O2 be- 
steht die Atmosphare aus einem Gasgemisch von Argon 
und Sauerstoff, der Druck betragt t x 10~ l Pa und die 
RF-Leistung 4 kW. Im Falle von TiN betragt die Vor- 



spannung —500 V, die Atmosphare besteht aus Stick- 
stoffgas, der Reaktionsdruck betragt 3 x 10~ 2 Pa und 
die RF-Leistung 1 50 W. 
Auf die erhaltene Isolier-Laminatschicht wird wie in 
5 Beispiel 1 eine Lumineszenzschicht aus SrSe/Ce aufge- 
dampft. Auf die Lumineszenzschicht bringt man wieder- 
um eine TiN- Isoiierschicht von 1000 A Dicke und auf 
diese eine SiC>2 -Isoiierschicht von 1000 A Dicke auf. 
SchlieBiich wird zur Vervollstandigung der EL-Vorrich- 
10 tung auf die auBerste Isoiierschicht eine Aluminium- 
eiektrode aufgedampft. 

Die erhaltene EL- Vorrichtung wird einem Ver- 
schleiBtest bei einer Atmospharentemperatur von 80° C 
unter Anlegen einer pulsierenden Wechselspannung 
15 von 300 V und 5 kHz unterzogen. Hierbei zeigt sich, daB 
die Lebensdauer im Vergleich zu einer Vorrichtung mit 
einer Isoiierschicht aus Y2O3 um das etwa Doppelte,zu- 
nimmt AuBerdem laflt sich die Steuerspannung im Ver- 
gleich zu der Vorrichtung mit einer Isoiierschicht aus 
20 SiaN 4 um etwa 30% verringern. 

Beispiel 5 

Eine Dunnschicht-EL-Vorrichtung mit einer Isolier- 
25 schicht aus Siliciumdioxid (Si02>, Bornitrid (BN) und 
Aluminiumnitrid (AIN) wird folgendermaBen herge- 
stellt: 

Zunachst wird ein ITO-Film von 500 A Dicke durch 
Sputtern auf ein Glassubstrat aufgebracht Ebenfalls 
30 durch Sputtern bringt man dann eine SiCVIsolierschicht 
von 1000 A Dicke auf. Eine BN-Isolierschicht von 
1000 A Dicke wird durch lonenplattierung (EB-Auf- 
dampfen) erzeugt Bei der Herstellung der SiCb-Isolier- 
schicht betragt die Subtrattemperatur 150°C, die Atmo- 
35 sphare besteht aus einem Gasgemisch aus Argon und 
Sauerstoff, der Druck betragt 1 x 10- 1 Pa und die RF- 
Leistung 4 kW. Bei der Herstellung der BN-Isolier- 
schicht betragt die Substrattemperatur 150°C, die At- 
mosphare besteht aus Stickstoffgas, der Druck betragt 
40 4 x 10- 2 Pa und die RF-Leistung 100 W. 

Auf die erhaltenen Isolierschichten wird wie in Bei- 
spiel 1 eine Lumineszenzschicht aus CaS/Eu aufge- 
dampft Die Dicke der Lumineszenzschicht betragt 
1 urn, die Substrattemperatur bei der Filmherstellung 
45 400°C, die Vorspannung —150 V und de Ionisierungs- 
leistung 200 W. 

Auf die Lumineszenzschicht wird eine AIN-Isolier- 
schicht von 2000 A Dicke aufgebracht Die Substrattem- 
peratur betragt 300° C, die Vorspannung —500 V, die 
50 Atmosphare besteht aus Stickstoffgas, der Reaktions- 
druck betragt 4 x 10- 2 Pa und die RF-Leistung 100 W. 

Auf die erhaltene Isoiierschicht wird zur Vervollstan- 
digung der EL- Vorrichtung eine Aluminiumeiektrode 
aufgedampft. 

Die EL- Vorrichtung wird einem VerschleiBtest bei 
einer Atmospharentemperatur von 80° C unter Anlegen 
einer pulsierenden Wechselspannung von 300 V und 
5 kHz unterzogen. Hierbei zeigt sich, daB die Lebens- 
dauer im Vergleich zu einer Vorrichtung mit einer Iso- 
iierschicht aus Y2O3 um das etwa Dreifache zunimmt 
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Beispiel 6 

Eine Dunnschicht-EL-Vorrichtung mit einer Lami- 
natschicht wie in Beispiel 1 wird hergestellt, wobei die 
isoiierschicht aus Si 3 N 4 und die Lumineszenzschicht aus 
CaS/Ce besteht 

Zur Herstellung der Isoiierschicht wird zu Tabletten 
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gepreBtes 4N Siliciumnitrid (SijN 4 )-Pu1ver als Aus- 
gangsmaterial verwendet Die Temperatur des Glassub- 
strats betragt 350° C, der Reaktionsdruck bei der Ionen- 
v plattierung 3 x 10- 4 Torr, die Atmosphare besteht aus 
Argon, die RF-Leistung betragt 100 W und die Be- 5 
schleunigungs$pannung 300 V. Auf die erhaltene Isolier- 
schicht wird durch Ionenplattierung (EB-Aufdampfen) 
eine CaS/Ce- Lumineszenzschicht von 1,2 u.m Dicke bei 
einer Substrat temperatur von 400° C aufgebracht 

Auf die erhaltene Lumineszenzschicht bringt man ei- io 
ne Si3N 4 -Iso!ierschicht von 2000 A Dicke durch Ionen- 
plattierung auf, die dann zur VervollstSndigung der EL- 
Vorrichtung mit einer Aluminiumelektrode beschichtet 
wird. 

Es zeigt sich, daB die EL-Vorrichtung mit der genann- is 
ten Isolierschicht eine ebenso gute Lebensdauer wie in 
Beispiel 1 im Vergleich zu einer herkommlichen Vor- 
richtung mit Y 2 0 3 hat 

Beispiel 7 20 

Eine Dunnschicht-EL- Vorrichtung mit einer Isolier- 
schicht aus Aluminumnitrid (A1N) wird folgendermafien 
hergestellt: 

Zunachst wird ein ITO-Film von 500 A Dicke auf ein 25 
Glassubstrat aufgebracht, worauf man die Ionenplattie- 
rung (EB-Aufdampfen) eine AIN-lsolierschicht von 
2000 A Dicke aufbringt 

Als Material fur die Isolierschicht dient zu Tabletten 
gepreBtes und gehartetes 4 N AIN-Pulver. Die Tempe- 30 
ratur des den ITO-Film tragenden Glassubstrats wird 
bei 350° C gehaiten, wahrend der Reaktionsdruck bei 
der Ionenplattierung 5 x 10~ 4 Torr betragt, die Atmo- 
sphare aus Argon besteht, die RF-Leistung 50 W und 
die Beschleunigungsspannung 200 V betragt 35 

Auf die erhaltene Isolierschicht wird durch Ionenplat- 
tierung (EB-Aufdampfen) bei einer Substrattemperatur 
von 400° C eine CaS/Ce- Lumineszenzschicht von 
12 mm Dicke aufgebracht 

Auf die Lumineszenzschicht wird nochmals eine A1N- 40 
Isolierschicht von 2000 A Dicke ausgebildet und auf die- 
ser wird zur Vervollstandigung der EL-Vorrichtung eine 
Aluminiumelektrode abgeschieden. 

Die EL-Vorrichtung wird einem Vergleichstest bei 
einer Atmospharentemperatur von 80° C durch Anlegen 45 
einer pulsierenden Wechsetspannung von 300 V und 
5 kHz unterzogen. Hierbei zeigt sich, daB die Lebens- 
dauer (geschatzt anhand der Abnahme der Helligkeit 
auf die HSlfte) im Vergleich zu Fig. 1, bei der die Isolier- 
schicht aus Y2O3 besteht, verdoppelt ist Auch im Ver- 50 
gleich zu der Vorrichtung aus Beispiel 6 mit einer 
Si3N 4 -Isolierschicht ist die Lebensdauer ausgezeichnet 

Beispiel 8 

55 

Eine DOnnschicht-EL- Vorrichtung mit derselben La- 
minatschicht wie in Beispiel 6, wobei die Isolierschicht 
aus Bornitrid (BN) besteht, wird folgendermaBen herge- 
stellt: 

Als Ausgangsmaterial fur die Isolierschicht wird zu 60 
Tabletten gepreBtes und gehartetes 4 N BN-Pulver ver- 
wendet Die Temperatur des Glassubstrats betragt 
400° C, der Reaktionsdruck bei der Ionenplattierung 
3 x 10- 4 Torr, die Atmosphere besteht aus Argon, die 
RF-Leistung betragt 150 W und die Beschleunigungs- 65 
spannung 400 V. 

Es zeigt sich, daB die erhaltene EL-Vorrichtung eine 
ebenso ausgezeichnete Lebensdauer wie die von Bei- 
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spiel 1 im Vergleich zu einer herkommlichen Vorrich- 
tung mit Y2O3 hat Auch im Vergleich zu der Vorrich- 
tung von Beispiel 6 mit einer SiiN^-Isoiierschicbt ist die 
Lebensdauer ausgezeichnet 
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